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Sposéb otrzymywania SbSJ zwlaszcza dia
mikroelektroniki

Przedmiotem wynalazku jest spos6b otrzymywania SbSJ zwiaszcza dla mikroelektroniki.

SbSJ jest dobrym materialem do zastosowarn akustoelektronicznych o duzym wspdékczynniku sprz¢zenia

elektromechanicznego k=0,7-0,8 w ferrofazie oraz do zastosowarn optoelektronicznych ze wzgiedu na
przeZroczysto$¢ w podczerwieni. Dotychczas stosowanc sposoby hodowli monokrysztatéw SbSJ metodami
hydrotermalna, Bridgmanna i resublimacji z fazy gazowej, uzyskujac nieprzydatne w zastosowaniach iglowe
monokrysztatki o poprzecznych wymiarach nie przekraczajgcych 2,6 mm.
~ Spos6b wytwarzania SbSJ wediug wynalazku polega na tym, Z¢ monokrysztaly SbSJ stapia si¢ po
uprzednim rozdrobnieniu, a nast¢pnie poddaje szybkiemu przechiodzeniu do temperatur azotowych lub
helowych. Uzyskiwany t3 drogg material charakteryzuje si¢ duza czystoscia i odpornoscia mechaniczng,
mozna go atwo obrabiaé i wykonywaé z niego ksztaltki nadajace si¢ do zastosowar praktycznych.

Przyktad. W odpompowanych amputach termisilowych pod ciénieniem 10 Tr argonu zatapiano
stechiometeryczng mieszaning SbJ; i Sb,Si;. Ampuly wygrzewano przez 24 godziny w piecu w temperaturze
(480 * 3)°C, a naste¢pnie wolno chiodzono do temperatury pokojowej. Uzyskany w ten spos6b SbSJ ucierano
w mozdzierzu agalitowym i nast¢pnie ptukano w alkoholu metylowym. Wyplukany i osuszony SbSJ
pmieszczono w szczelnie zamkrigtych ampulach termisilowych i topiono przez ogrzewanie do temperatury
420°C (temperatur¢ mierzono termopara NiCr z dokladnoscig £ 3°C) stopiony SbSJ przelewano nast¢pnie
do cieklego azotu poddajgc go gwaltownemu przechlodzeniu o 600°C w ciagu 1-2 sek.

ZastrzeZzenia patentowe

Spas6b otrzymywania SbSJ zwiaszcza dla mikroelektroniki droga homogenizowania w zamknigtej
ampule stechiometerycznej mieszaniny SbJ; i Sb;S;, znamienny tym, ic monokrysztaly SbSJ stapia si¢ po
up#zednim rozdrobnieniu, a nast¢pnic poddaje szybkiemu przechiodzeniu do temperatur azotowych lub
Aclowych,
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